




















































































专利名称(译) 薄膜晶体管阵列器件，el显示器面板，el显示器件，薄膜晶体管阵列器件制造方法，el显示器面板制造方
法

公开(公告)号 US8487395 公开(公告)日 2013-07-16

申请号 US13/247254 申请日 2011-09-28

申请(专利权)人(译) 松下液晶显示CO.，LTD.
松下电器产业株式会社

当前申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社
松下液晶显示CO.，LTD.

[标]发明人 KANEGAE ARINOBU
KAWACHI GENSHIRO

发明人 KANEGAE, ARINOBU
KAWACHI, GENSHIRO

IPC分类号 H01L27/146 H01L27/14 H01L21/00 H01L29/15 H01L29/04

CPC分类号 H01L27/3248 H01L27/124 H01L27/3279 H01L27/3262

代理机构(译) GREENBLUM与伯恩斯坦，P.L.C.

其他公开文献 US20120074422A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

薄膜晶体管阵列器件包括在第一和第二底栅极晶体管上方的钝化膜。栅
极线位于钝化膜下方。源极线和中继线位于钝化膜上方。源极线经由钝
化膜中的第一孔电连接到第一晶体管的源极。导电氧化物膜位于钝化膜
与源极线和中继电极之间，并且不在源极线和中继电极之间电连接。导
电氧化物膜覆盖通过钝化膜中的第二孔暴露的栅极线的端部。导电氧化
物膜位于中继电极和第二晶体管的电流供应电极之间，并且通过钝化膜
中的第三孔电连接中继电极和电流供应电极。
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